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Optimization of AlGaN-based UV-B laser diodes using GRIN-SCH structure  
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 紫外レーザは医療・バイオ分野などへの応用が可能であり実現が期待されている。本グループではUV-

B領域の電流注入レーザの実現を報告した[1]。この実現には、大電流密度動作(数十kA/cm2)及び光共振器

形成 [1]、低転位密度Al0.6Ga0.4N下地層[2]が大きく貢献している。一方、実用化のためには低閾値電流密

度化が最も重要な課題となっている。本研究では、他の材料系では高い光閉じ込め係数Γが得られ低閾値

電流密度化が可能とされているGRIN-SCH構造を適用した。まずSiLENSe 5.14を用いてデバイスの設計を

行った。結果として、GRIN-SCH構造を用いることによって、比較的高いΓが得られることが確認された。

また、光励起レーザによる検討によりAl組成傾斜度を大きくするにしたがって閾値励起パワー密度が低

減することが分かった。さらにVSL測定によりGRIN-SCH構造においても内部ロスが変化しないことも確

認した。この結果を基に、低転位AlGaN下地層（TDD=7.5×108 cm-2）を用いて、屈折率導波路構造の電流

注入型レーザを作製した。図1・図2にJ-V、J-L特性および発光スペクトルの電流密度依存性を記載した。

明確な閾値が確認されたこと、自然放出から誘導放出への切り替わり、急峻なスペクトル、明瞭なTE偏

光特性を確認したことから、GRIN-SCH構造によるUV-Bレーザの実証をした。さらにDBRミラーを形成

することで700µmの共振器においても閾値電流密度を24kA/cm2まで低減できた。詳細なデバイス特性は

当日に報告する。 
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Figure 1 J-VL curve. Figure 2 Spectra. 
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